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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 47.13.11

Тема дисертації:
1. Рідиннофазна епітаксія структур на основі GaSb для термофотовольтаїчних перетворювачів

2. Liquid phase epitaxy of GaSb structures for thermophotovoltaic cells

Реферат:
1. Об'єкт - методи і процеси вирощування епітаксійних шарів з рідкої фази; мета -розробка методики та
дослідження процесів виготовлення рідиннофазною епітаксією гомо- і гетероепітаксійних структур на
основі GaSb із заданими параметрами для термофотовольтаїчних перетворювачів, а також дослідження
можливості підвищення ефективності термофотовольтаїчного перетворення за рахунок утилізації
довгохвильового випромінювання за межею поглинання GaSb; методи - оптичні та електричні, математичне
моделювання з використанням ЕОМ; новизна - вперше запропоновано оригінальні методики виготовлення
гомо- та гетероепітаксійних шарів GaSb; вперше теоретично та експериментально досліджено стійкість
підкладок GaSb, InSb і InAs у розчині-розплаві In-Ga-Sb, а також стійкість до твердофазного розчинення;
теоретично показана перспективність використання масива квантових точок InSb для підвищення
ефективності термофотовольтаїчних перетворювачів на основі GaSb; визначені умови одержання з рідкої
фази і вперше отримані квантоворозмірні структури InSb у матриці GaSb; результати - розроблено методики
виготовлення гомо- та гетероепітаксійних структур із товщиною шарів від нанометрів до мікрометрів та



планарною межею "шар-підкладка"; сфера використання - технологія напівпровідникових епітаксійних
структур.

2. Object - methods and processes of epitaxial layers growth from a liquid phase; the purpose - technique
development and research of processes of liquid phase epitaxy obtaining of GaSb homo- and heteroepitaxial
structures with the set parameters for thermophotovoltaic converters, and research of an opportunity of
thermophotovoltaic convertion efficiency increase due to long-wave radiation behind of GaSb absorption edge
utilization; methods - optical and electric, mathematical modelling with use of the computer; novelty - for the first
time original techniques of GaSb homo- and heteroepitaxial layers manufacturing are offered; for the first time
GaSb, InSb and InAs substrates stability in In-Ga-Sb solution - melt, and stability to solid phase dissolution are
theoretically and experimentally investigated; InSb quantum dots array use outlook for increase of efficiency of
GaSb thermophotovoltaic converters is theoretically shown; liquid phase growth conditions are determined and
for the first time InSb quantum size structures in matrix GaSb are received; results - manufacturing techniques of
GaSb homo- and heteroepitaxial layers with layer thickness from nanometers up to micrometers and planar
interface "layer - substrate" are developed; area of use - technology of semiconductor epitaxial structures.
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